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ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pasUkan bahawa kertas pepenksaan Inl mengandungl 8 muka. surat 
bercetak dan UJJUH (7) so alan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt. 
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan. 
SeUap soalan mempunyal agihan markah yang sarna. 
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysia. 
Kertas peperiksaan ini dibahagikan kepada dua bahaglan iaitu Bahailan A (1-4) 
dan Bahailan B (5-7). Calon-calon dikehendaki menggunakan buku jawapan 
berastng untuk Sahagian A dan Bahaglan B. 
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BAHAGIAN A 
1. (a) Blncangkan ltonsep rekabentuk Jitar bersepad u secara struktur 
berhierarki. 
(20%) 
(b) Terangkan senibina penyelaku litar berdasarkan empat 
peringkat iaitu prapemproses, penyusun model, pelaksana 
penyelaku dan post pemproses. 
(40%) 
(el Dengan bantuan lUar seperti di Rajah I, terangkan dengan 
ringkas kendalian berikut:-
(1) Penyelaktl Get Kod Tersusun Lengah Sifar. 
(il) Penyelaku Get Kod Tersusun Lengah Unit. 
(40010) 
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2. (a) Terangkan konsep roda masa untuk penyelaku get terpaeu 
perisUwa. 
(20%) 
(b) Get-get yang dtgunakan pada Btar di Rajah 2 mempunyai lengah 
keluaran (Dout) yang bemllat 2 nanosaat dan lengab beban (Old) 
yang bernilai 2 nanosaat. Kapasitans masukan setiap get 
adalah setara dengan satu uni~ beban. dan get ATAU dibebankan 
dengan satu unit beban. 
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Masukan A adalah masukan tangga unggul yang menalk pada 
masa t = 2 nanosaat, masukan B adalah masukan tangga unggul 
yang menurun pada masa t = 4 nanosaat dan masukan C adalah 
tetap pada loglk 1 untuk keseluruhan masa. Blnakan satu s1r1 
jadual untuk menggambarkan kendalian penyelaku terpacu 
jadual. 
(80%) 
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3. (a) Rekabentuk satu l1tar logik ambang yang mempunyai enam 
masukan yang akan hasH loglk 'I' pada keluaran apablla ~mpat 
atau leblh masukan pada loglk '1'. Anggapkan bahawa bllangan 
masukan loglk 'I' yang ganjil Udak boleh berlaku. La~anakan 
l1tar Inl menggunakan get-get TAK-DAN sahaja. 
(60%) 
(b) Lakarkan Utar CMOS statik untuk rungs! dl atas. 
(40%) 
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4. (a) Terangkan dengan rtngkas struktur-struktur logik CMOS seperti 
bertkut:-
(1) Logik Pelengkap CMOS Statik 
(il) Logik CMOS Dinamtk 
(iii) Logtk Domino CMOS 
(45%) 
(b) Rajah 4 menunJukkan litar gabungan dengan keluaran X dan Y. 
Nyatakan rungs! l1tar tersebut~ 
Dengan persamaan 
Q = fh(A, B, C, ... ) untuk rangkaian transistor nMO~ 
---Q = fotA, B, C, ... ) untuk rangkaian transistor pMOS 
dapatkan litar CMOS statlk untuk l1tar di Rajah 4. 
A-~""" 
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BAHAGIAN B 
5. Berikut adalah satu rungsi logik . 5-pembolehubab yang terpaksa 
dilaksanakan menggunakan litar CMOS statlk:-
- - - -- -
+ ABCDE+ BCDE + BDE+ACDE +CDE+ BCDE 
Kurangkan rungsi logik ini dengan menggunakan Peta Karnaugh dan 
seterusnya lakarkan litar CMOS statik yang diperolehi. 
(50010) 
Rajah 5(a) menunjukkan 'layout' untuk sejenis 'gate-array'. Lakarkan 
litar staUk CMOS yang anda perolehi di atas 'gate-array' yang 
ditunjukkan di Rajah 5(a). Gunakan METAL I dan METAL II sahaja untuk 
membuat penyambungan di antara transistor-transistor yang terdapat 
pada 'gate-array' tersebut. 
(50%) 
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DOUBLE METAL CMOS ARRAV 
o UPPER RIGHT CORNER SHOWS PERMISSIBLE 
WIRING GRID (DOTTED = METAL I ONLy) 
o POWER TRACKS ARE RESERVED IN METAL II 
o CONTACT curs ARE TO METAL I ONLY 
o METAL II CONNECTS TO METAL I ONLY, THROUGH YIAS 
o CONNECT METAL II TO DIFF OR POLY 1RHOUGH VIA/MI/CONTACT 
o OFFSET VIAS & CONTACTS BY 1/2 GRID PITCH MINIMUM. 
Rajah 5(a) 
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6. Apabila merekabentuk litar jujukan. apakahkelebiban pendekatan PIA 
dibandingkan dengan pendekatan sel-sel ptawai (Standard cells). 
Gunakan fungst bertkut untuk melaksanakan Tatasusunan Logtk Soleh 
Aturcara (PLA.) jenis nMOS. 
XI =AC+ACD+ BCDE 
~=BD+BCD 
~=ABD+BD+BC+ BeDE 
(70%) 
7. Nyatakan kelebihan peraturan rekabentuk berasaskan 'lambda' 
dtbandtngkan dengan peraturan rekabentuk berasaskan 'micron'. 
(25%) 
Apakah langkah-langkah utama dalam proses fabrikast litar CMOS. 
Terangkan dengan terperinct langkah -langkah tnt. 
Lttar dt Rajah 7 menunjukkan satu penyongsang CMOS. Lakarkan 
proses-pro~es yang terlibat untuk fabrikasi litar tersebut. Tentukan 
bahawa 'substrate contact' dtgunakan dan nyatakan sebab-sebab 'contact' 
tersebut digunakan. 
(400Al) 
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